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[57]申請專利範圍
1.　一種用於全金屬矽化物輸出入 ESD保護的鎮流結構，包括：接合墊；基板；NMOS，設
置在該基板上，包括：第一 N型井，其中具有第一區域連接該接合墊；第一源極；以及
第一汲極，設置於該第一 N型井中，和該第一區域之間形成有鎮流電阻；以及 PMOS，
設置在該基板上，包括：第二 N型井；第二源極，設置於該第二 N型井中；以及第二汲
極，設置於該第二 N型井中，經由導體連接到該第一汲極；據此，該鎮流電阻同時保護
該 NMOS及該 PMOS。

2.　一種用於全金屬矽化物輸出入 ESD保護的鎮流結構，包括：接合墊；基板；NMOS，設
置在該基板上，包括：第一 N型井，其中具有第一區域連接該接合墊；第一源極；以及
第一汲極，設置於第一 N型井中，和該第一區域之間形成有第一鎮流電阻；以及
PMOS，設置在該基板上，包括：第二 N型井，其中具有第二區域連接該接合墊；第二
源極，設置於該第二 N型井中；以及第二汲極，設置於該第二 N型井中，和該第二區域
之間形成有第二鎮流電阻，且經由導體連接到該第一汲極。

圖式簡單說明

圖 1係鎮流電阻改善 ESD穩定性的電流電壓示意圖；
圖 2係一種習知增加 NMOS鎮流電阻的方法；
圖 3係另一種習知增加 NMOS鎮流電阻的方法；
圖 4係圖 2圖 3之習知技術使用於 PMOS上的側視示意圖；
圖 5係習知多晶矽後段鎮流技術的 NMOS佈局上視圖和側視示意圖；
圖 6係習知主動區域切割技術的 NMOS佈局上視圖；
圖 7係另一習知主動區域切割技術的 NMOS佈局上視圖；
圖 8係習知浮動多晶矽陣列技術的 NMOS佈局上視圖和側視示意圖；
圖 9係習知全矽化物 ESD保護MOSFET的接點鎮流技術；
圖 10係本發明實施例之佈局上視圖；
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圖 11係本發明之實施例圖 10由 A至 A’的元件截面圖；
圖 12係本發明另一實施例之佈局上視圖；以及
圖 13係本發明之實施例圖 12由 A至 A’的元件截面圖。
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